SP 106 @
Si-pin-Diode

- hohe Empfindlichkeit im nahen Infrarotbereich

- geringes Dunkelstromniveau

— als Empfdnger fiir die Infrarotsignaliibertragung besonders
geeignet
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Grenzwerte 0 = -25...85°C

Sperrspannung Ur <25 V

periodische

Spitzensperrspannung URRM =25 V

Verlustleistung Ptot <150 mW
{'}u = 25 °C

Betriebstemperatur Va -25...485 °C

Lagerungstemperatur Dstg +5...435 °C

bis zu 30 Tagen Pstg —40...-}85 °C

Kennwerte bei %o = 25°C

KurzschluBstrom Ik = 50 pA
Ev = 1 klx,
RL = < 10Q

Leerlaufspannung Uo =330 mV
Ev = 1 klx,
RL = >107Q

Dunkelstrom IrRO < 30 nA
UR =10V, Ee == 0

Spektrale Si = 0,5 A/W

Empfindlichkeit

Anstiegszeit tr <80 ns

Abfallzeit tf <80 ns

Ur = 10V, RL = 50 Q



